Stackable ball grid array (BGA) semiconductor casing 
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Abstract of DE1 984531 6 



The casing has a support (21) with carrier plate (23), locating a carrier frame (25). Both surfaces have 
exposed metal patterns (26). The plate underside has formed conductive tracks (24a), coupled to the 
patterns. Tracks are screened by a solder stop layer (27), while couplers (24b) are formed by partly 
exposed tracks. A top-contact semiconductor chip is fitted (1 ). The chip top has metal tracks (4a) with 
feed lines (4b), extended outwards with conductive balls (8a). Parts of the assembly are encapsulated 
(28). An Independent claim is also included for the method of manufacturing the BGA package. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Stapelbares Ball-Grid-Array-Halbleitergehause und Verfahren zu dessen Hersteflung 

@ Die vorliegende Erfindung betrifft ein stapelbares BGA- 
Halbleiterchipgehause und ein Verfahren zu dessen Her- 
steflung, welche die Zuverlassigkeit und Packungsdichte 
eines Halbleitergehauses erhohen. Das stapelbare BGA- 
Halbleiterchipgehause beinhaitet: einen Trager (21), aus- 
gestattet mit einer Tragerplatte (23), an einer Unterseite 
der Tragerplatte (23) befindlichen Metalleiterbahnen 
(24a), einem auf einem Randteil einer oberen Oberflache 
der Tragerplatte (23) geformten Tragerrahmen (25) und in 
den Tragerrahmen (25) gelegten Metal I mu stern (26); ei- 
nen in demTragerglied (21) plazierten und mit Kontaktfla- 
chen (6) auf dessen oberer Oberflache ausgestatteten 
Halbleiterchip (1); an einem Oberteii des Halbleiterchips 
(1) durch ein Elastomer (2) angebrachte Metalleiterbah- 
nen (4a); die Kontaktflachen (6), die Metalleiterbahnen 
(4a) und jede obere Oberflache der Metall muster (26) ver- 
bindende Metallzuleitungen (4b); und eine Mehrzahl von 
an vorbestimmten Teilen oberer Oberflachen der Metal- 
leiterbahnen (4a) angebrachten leitenden Kugeln (8a). 
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Beschreibung 



HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

Bereich der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleitervorrich- 
tung und besonders ein stapelbares Ball-Grid-Array-(BGA- 
)Halbleitergehause (Kugel-Gitter-Matrix-Halbleiterge- 
hause) und ein Verfahren zu dessen Herstellung. 

Diskussion des Stands der Technik 

Viele Firmen unteraehmen gegenwartig groBe Anstren- 
gungen, hoch integrierte Gehause mit hoher Pinanzahl 
(Kontaktzahl), wie zum Beispiel ein BGA-Halbleiterge- 
hause, bei dem eine Mehrzahl von Lotkugeln, die an einem 
Substrat angebracht sind, als exteme Anschliisse verwendct 
werden, zu erzeugen. Ein Micro-BGA-Halbleitergehause, 
hergestellt, indem eine Mehrzahl von Lotkugeln durch Er- 
warmen in einem Ofen an einer oberen oder einer unteren 
Oberflache eines Substrats angebracht werden, hat dahinge- 
hend Vorteile, daB dessen Produktivitat erhoht wird und daB 
die extemen Anschliisse bei Einwirkung von auBen kaum 
verformt werden, da jeder der externen Anschliisse eine Ku- 
gelform aufweist. 

Nun wird mit Bezug auf die beigefugte Zeichnung die 
Struktur eines BGA-Halbleitergehauses gemaB dem Stand 
der Technik beschrieben. 

In Fig. 1 ist ein Elastomer 2 an einer mittigen Position ei- 
ner oberen Oberflache eines Halbleiterchips 1 angebracht 
und ein Klebstoffharz 3 mit hohem Haftvermogen auf dem 
Elastomer 2 geformt. Eine Mehrzahl von Metalleiterbahnen, 
die elektrische Signale iibertragen, ist auf dem Klebstoffharz 
3 angebracht und ein Endteil jeder der Metalleiterbahnen ist 
mit einer Metallzuleitung 4b verbunden, die mit einer auf ei- 
nem Randteil der oberen Oberflache des Halbleiterchips 1 
geformten Kontaktflache 6 verbunden ist. Ein Lotstopplack 
5 bedeckt die Metalleiterbahnen 4a und das Klebstoffharz 3 
abgesehen von Teilen der Metalleiterbahnen, auf denen Lot- 
kugeln angebracht werden, und eine Kapselung 7 bedeckt 
die obere Oberflache des Halbleiterchips 1 und die Metall- 
zuleitungen 4b, die nicht mit dem Lotstopplack 5 bedeckt 
sind. Zusatzlich sind auf den Metalleiterbahnen 4a leitende 
Kugeln 8 geformt und dienen als Ausgangsanschliisse. 

Da die leitenden Kugeln jedoch nur an einer Seite von 
Oberflachen des Gehauses freigelegt sind (in Fig. 1 sind die 
leitenden Kugeln an dessen oberer Oberflache freigelegt), ist 
es mit dem so ausgestatteten BGA-Halbleitergehause un- 
moglich, ein stapelbares Gehause hoher Packungsdichte zu 
erzeugen. 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung richtet sich folglich auf ein 
Halbleitergehause, das Probleme infolge von Beschrankun- 
gen und Nachteilen des Stands der Technik umgeht. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein stapelba- 
res BGA-Halbleitergehause und ein Verfahren zu dessen 
Herstellung bereitzustellen, die Vorteile des BGA-Gehauses 
gemaB dem Stand der Technik wie keine Verformung auBe- 
rer Zuleitungen, Eignung fur das Gehause mit hoher Pinan- 
zahl und hervorragende Leitfahigkeit aufrechterhalten und 
auch die Dichte bestiickter Halbleitergehause erhohen. 

Zusatzliche Merkmale und Vorteile der Erfindung werden 
in der folgenden Beschreibung dargestellt und werden zum 
Teil aus der Beschreibung ersichdich oder konnen durch 
Umsetzen der Erfindung in die Praxis erfahren werden. Die 



Aufgaben und andere Vorteile der Erfindung werden durch 
die insbesondere sowohl in der schriftlichen Beschreibung 
und den Anspriichen als auch in den beigefugten Zeichnun- 
gen dargestellte Struktur verwirklicht und erreicht. 
5 Um diese und andere Vorteile zu erzielen und gemaB dem 
Zweck der vorliegenden Erfindung wie verwirklicht und 
ausfuhrlich beschrieben, beinhaltet ein stapelbares BGA- 
Halbleitergehause: ein Iragerglied, ausgestattet mit einer 
Tragerplatte, einem auf einem Oberteil der Tragerplatte ent- 

to lang deren Randteil geformten Iragerrahmen, an oberen und 
unteren Oberflachen des Iragerrahmens freigelegten Me- 
tallmustern, an einem Unterteil der Tragerplatte geformten 
und mit den Metallmustern verbundenen Metalleiterbahnen, 
einem Lotstopplack, der die Metalleiterbahnen abschirmt, 

15 und durch teilweises Freilegen der Metalleiterbahnen ge- 
formten Verbindungsteilen; einen auf der Tragerplatte des 
Tragerglieds angebrachten Halbleiterchip, der auf einem 
Randteil von dessen oberer Oberflache Kontaktflachen auf- 
weist; an einem Oberteil des Halbleiterchips angebrachte 

20 Metalleiterbahnen; Metallzuleitungen, die mit Endteilen der 
Metalleiterbahnen und den Kontaktflachen des Halbleiter- 
chips verbunden sind und zu einer AuBenseite des Halblei- 
terchips verlaufen, um dadurch mit oberen Oberflachen der 
Metallmuster verbunden zu werden; eine Mehrzahl von lei- 

25 tenden Kugeln, die an den Metalleiterbahnen angebracht 
sind; einen Lotstopplack, der die Metalleiterbahnen be- 
deckt; und eine Kapselung die die Metalleiterbahnen, die 
Metallzuleitungen, die Metallmuster und Teile der oberen 
Oberflache des Halbleiterchips bedeckt. 

30 Um die Aufgabe der vorliegenden Erfindung zu erfullen, 
wird auBerdem ein Verfahren zur Herstellung eines stapel- 
baren BGA-Halbleitergehauses bereitgestellt, das beinhal- 
tet: Formen eines Tragerglieds, das eine Tragerplatte, einen 
auf einem Oberteil der IVagerplatte entlang deren Randteil 

35 geformten Tragerrahmen, an oberen und unteren Oberfla- 
chen des Tragerrahmens freigeiegte Metallmuster, an einem 
Unterteil der Tragerplatte geformte und mit den Metallmu- 
stern verbundene Metalleiterbahnen, einen Lotstopplack, 
der die Metalleiterbahnen abschirmt, und durch teilweises 

40 Freilegen der Metalleiterbahnen geformte Verbindungsteile 
beinhaltet; Anbringen der Metallmuster auf einem Halblei- 
terchip, der auf einem Randteil von dessen oberer Oberfla- 
che Kontaktflachen aufweist; Formen eines Lotstopplacks 
auf den Metalleiterbahnen; Freilegen von Teilen oberer 

45 Oberflachen der Metalleiterbahnen durch teilweises Entfer- 
nen des Lotstopplacks; Anbringen des Halbleiterchips auf 
der Tragerplatte; Formen von Metalleiterbahnen und Me- 
tallzuleitungen durch Anbringen der Metallmuster an den 
Kontaktflachen des Halbleiterchips; Verbinden eines End- 

50 teils jeder der Metallzuleitungen mit oberen Oberflachen der 
Metallmuster, Abdecken der Metallzuleitungen, der Kon- 
taktflachen und von Teilen des Halbleiterchips mit einer 
Kapselung; und Anbringen leitender Kugeln an entspre- 
chenden freigelegten Teilen der Metalleiterbahnen des 

55 Oberteils des Halbleiterchips. 

Es sollte klar sein, daB sowohl die vorangehende allge- 
meine Beschreibung als auch die folgende ausfuhrliche Be- 
schreibung als Beispiel und Erklarung dienen und eine wei- 
tere Erlauterung der Erfindung wie beansprucht liefern sol- 

60 len. 

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Die beigefugten Zeichnungen, die enthalten sind, um ein 
65 weitergehendes Verstandnis der Erfindung zu liefern und ei- 
nen Teil dieser Spezifikation bilden, zeigen Ausfuhrungsfor- 
men der Erfindung und dienen zusammen mit der Beschrei- 
bung dazu, die Prinzipien der Erfindung zu erklaren. 
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Fig. 1 ist ein vertikaler Schnitt durch ein BGA-Halbleiter- 
gehause gemaB dem Stand der Technik; 

Fig. 2 ist ein vertikaler Schnitt durch ein stapelbares 
BGA-Halbleitergehause gemaB einer ersten Ausfiihrungs- 
form der vorliegenden Erfindung; 5 

Fig. 3 ist ein vertikaler Schnitt durch ein stapelbares 
BGA-Halbleitergehause gemaB einer zweiten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 4 ist ein vertikaler Schnitt durch gestapeite BGA- 
Halbleitergehause unter Verwenden eines stapelbaren BGA- to 
Halbleitergehauses gemaB der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 5A bis 5H sind Diagramme des Herstellungsprozes- 
ses fur ein stapelbares BGA-Halbleitergehause gemaB der 
vorliegenden Erfindung. 

15 

ausfOhrliche beschreibung der erfindung 

Nun wird im Detail auf die bevorzugten Ausfuhrungsfor- 
men der vorliegenden Erfindung Bezug genommen, fur die 
in den beigefugten Zeichnungen Beispiele dargestellt sind. 20 

Fig. 2 zeigt ein stapelbares BGA-Halbleitergehause ge- 
maB einer ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung. 

Zunachst wird ein Tragerglied 21 bereitgestellt, in dem 
eine Halbleiterchipvorrichtung plaziert wird. Die Struktur 25 
des Tragerglieds 21 ist folgende. Ein Tragerrahmen 25 vor- 
bestimmter Hohe ist entlang einem Randbereich auf einer 
Tragerplatte 23 geformt. Metalleiterbahnen 24a mit demsel- 
ben Muster wie Metalleiterbahnen 4a, die auf einer oberen 
Oberflache des Halbleiterchips 1 geformt werden, sind an 30 
einer unteren Oberflache der Tragerplatte 23 angebracht. 
AuBerdem verhindert ein Lotstopplack 27, der die Metallei- 
terbahnen 24a und die Tragerplatte 23 bedeckt, daB leitende 
Kugeln, externe Anschlusse und die Metalleiterbahnen 24a 
kurzgeschlossen werden und schiitzt die Metalleiterbahnen 35 
24a vor Einwirkung von auBen. Der Lotstopplack 27 wird 
teilweise entfernt, urn dadurch Teile der Metalleiterbahnen 
24a freizulegen. Freigelegte Teile der Metalleiterbahnen 24a 
sind hier Verbindungsteile 24b. Die Verbindungsteile 24b 
entsprechen jeweils leitenden Kugeln 8a, die auf den auf 40 
dem Halbleiterchip 1 angebrachten Metalleiterbahnen 4a 
geformt sind. 

Ferner sind Metallmuster 26, die zu Leiterbahnen werden, 
in den Tragerrahmen 25, der die vorbestimmtc Hohe auf- 
weist und entlang dem Randbereich auf der Tragerplatte 23 45 
geformt ist, gelegt. Die Metallmuster 26 sind mit einem 
Ende jeder der Metalleiterbahnen 24a verbunden. Das an- 
dere Ende jedes der Metallmuster 26 ist an der oberen Ober- 
flache des Tragerrahmens 25 freigelegt. 

Als nachstes wird die Struktur des BGA-Halbleiterchip- 50 
gehauses erklart. Der Halbleiterchip 1 ist durch einen Kleb- 
stoff auf der Tragerplatte 23 des Tragerglieds 21 und an ei- 
ner Innenseite des TYagerrahmens 25 angebracht. Ein Ela- 
stomer 2 ist an einem Mitteiteil der oberen Oberflache des 
Halbleiterchips 1 angebracht und ein Klebstoffharz 3 mit 55 
hohem Haftvermogen ist auf dem Elastomer 2 geformt. Die 
Metalleiterbahnen 4a, die elektrische Signale iibertragen, 
sind auf dem Klebstoffharz 3 angebracht und Endteile der 
Metalleiterbahnen 4a sind mit Metallzuleitungen 4b verbun- 
den, die mit auf einem Randteil der oberen Oberflache des 60 
Halbleiterchips 1 geformten Kontaktflachen 6 verbunden 
sind und zu einer AuBenseite des Halbleiterchips 1 verlau- 
fen, um mit Oberflachen der Metallmuster 26 verbunden zu 
sein. 

Ein Lotstopplack 5 bedeckt die obere Oberflache des 65 
Klebstoffharzes 3 und die gesamten Metalleiterbahnen 4a 
auBer den Teilen, an denen die Lotkugeln angebracht sind. 
AuBerdem bedeckt eine Kapselung 28 freigelegte Teile der 
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oberen Oberflache des Halbleiterchips 1, die Metallzuleitun- 
gen 4b und den Oberteil des TYagerrahmens 25. Die leiten- 
den Kugeln 8a sind an den vorbestimmten Teilen der Metal- 
leiterbahnen 4a angebracht. 

Signale, die vom Halbleiterchip fiber dessen Kontaktfla- 
chen ausgegeben werden, konnen somit fiber die mit den 
Metalleiterbahnen 4a verbundenen leitenden Kugeln 8a und 
die am unteren Teil des Tragerglieds 21 geformten Verbin- 
dungsteile 24b nach auBen iibertragen werden. 

Das bedeutet, daB die Signalubertragung vom Halbleiter- 
chip 1 und externen Schaltungen fiber die leitenden Kugeln 
8a am Oberteil des Halbleiterchips 1 und die Verbindungs- 
teile 24b an dessen Unterteil ermoglicht werden kann, um so 
gestapeite Halbieitergehause herstellen zu konnen. 

Fig. 3 ist ein vertikaler Schnitt durch ein stapelbares 
BGA-Halbleitergehause gemaB einer zweiten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung. 

Die Struktur der zweiten Ausfuhrungsform ist abgesehen 
davon, daB leitende Kugeln 8b auch an den freigelegten Tei- 
len, das heiBt den Verbindungsteilen 24b der Metalleiterbah- 
nen 24a am Unterteil des Tragerglieds 21 angebracht sind, 
dieselbe wie die der ersten Ausfuhrungsform. Da gemaB 
dem BGA-Halbleitergehause der zweiten Ausfuhrungsform 
die Signale fiber die leitenden Kugeln 8a und die leitenden 
Kugeln 8b zu den Ober- und Unterteilen des Halbleiterchips 
1 iibertragen werden, wird es moglich, eine Mehrzahl sta- 
pelbarer BGA-Halbleitergehause gemaB der ersten oder 
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung zu 
stapeln und somit nimmt die Packungsdichte des Gehauses 
zu. 

Fig. 4 zeigt gestapeite BGA-Halbleitergehause unter Ver- 
wenden des stapelbaren BGA-Halbleitergehauses gemaB 
der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

Wie darin gezeigt wird eine Mehrzahl von stapelbaren 
BGA-Halbleitergehausen 100, 110, 120, 130 gestapelt. Lei- 
tende Kugeln 108a, die auf einer oberen Oberflache des Ge- 
hauses 100 geformt sind, entsprechen jeweils Verbindungs- 
teilen 24b einer unteren Oberflache des BGA-Halbleiterge- 
hauses 110. Leitenden Kugeln 118a, die auf einer oberen 
Oberflache des Gehauses 110 der zweiten Lage geformt 
sind, entsprechen jeweils Verbindungsteilen 24b einer unte- 
ren Oberflache des BGA-Halbleitergehauses 120. Zusatz- 
lich entsprechen auf einer oberen Oberflache des stapelba- 
ren BGA-Halbleitergehauses 120 der dritten Lage geformte 
leitende Kugeln 128a jeweils Verbindungsteilen 24b einer 
unteren Oberflache des stapelbaren BGA-Halbleitergehau- 
ses 130 der vierten Lage, Fig. 4 zeigt die vier gestapelten 
BGA-Gehause, aber die Anzahl von BGA-Gehausen kann 
von Benutzer gewahlt werden. Auf dem stapelbaren BGA- 
Halbleitergehause 130 geformte leitende Kugeln 138a die- 
nen als externe Anschlusse, die Signale zu den externen 
Schaltungen iibertragen, indem sie auf Kontaktflachen einer 
Leiterplatte plaziert werden. 

Nun wird das Verfahren zur Herstellung des stapelbaren 
BGA-Halbleiterchipgehauses gemaB der vorliegenden Er- 
findung mit Bezug auf die beigefugten Zeichnungen be- 
schrieben. 

In Fig. 5A wird zunachst das Tragerglied 21 bereitge- 
stellt. Das Tragerglied 21 beinhaltet: die TVagerplatte 23, die 
Metalleiterbahnen 24a, von denen jeweils ein Endteil in der 
Tragerplatte 23 liegt und die an der unteren Oberflache der 
Tragerplatte 23 geformt sind und zu einer oberen Oberflache 
der Tragerplatte 23 verlaufen, den Lotstopplack 27, der die 
Metalleiterbahnen 24a abgesehen von vorbestimmten Teilen 
von diesen, das heiBt den Verbindungsteilen 24b, bedeckt, 
den Tragerrahmen 25 vorbestimmter Hohe, der entlang dem 
Randteil auf der Tragerplatte 23 geformt ist, und die im Tra- 
gerrahmen 25 geformten Metallmuster 26, von denen je- 



weils ein Endteil an der oberen Oberflache des Tragerrah- 
mens 25 freigelegt und der andere Endteil mit den Metallei- 
terbahnen 24a verbunden ist, die auf der obere Oberflache 
der Tragerplatte 23 verlaufend geformt sind. 

Wie in Fig. 53 gezeigt, wird das Elastomer 2, auf dessen 5 
oberer und unterer Oberflache das Klebstoffharz 3 aufge- 
bracht ist, auf dem Halbieiterchip 1, der auf einem Randteil 
seiner oberen Oberflache Kontaktflachen zur Eingabe/Aus- 
gabe von Signalen aufweist, angebracht und die Metallmu- 
ster 4 werden auf dem Elastomer 2 angebracht. Ein Endteil to 
jedes der Metallmuster 4 wird am Elastomer 2 angebracht 
und deren anderer Endteil wird zu einer AuBenseite des Ela- 
stomers 2 verlaufend geformt. An den Endteilen der Metall- 
muster 4, die zur AuBenseite des Elastomers 2 verlaufend 
geformt sind, werden Kerben geformt, so daB auch bei einer 15 
leichten Einwirkung die Endteile der Metallmuster 4 an- 
grenzend an die Kerben abgeschnitten werden. Als nachstes 
wird auf den Metallmustern 4 und dem Klebstoffharz 3 der 
Lotstopplack 5 geformt. 

Als nachstes wird der Halbieiterchip 1 von Fig. 5B wie in 20 
Fig. 5C gezeigt im Tragerglied 21 von Fig. 5A plaziert. 

In Fig, 5D werden die auf dem Halbieiterchip 1 geform- 
ten Kontaktflachen 6 unter Verwenden eines Bondwerk- 
zeugs 30 mit den vorbestimmten Teilen der Metallmuster 4 
verbunden, indem die vorbestimmten Teiie der Metallmu- 25 
ster 4 nach unten gedriickt werden. Fig. 5D ist ein vertikaler 
Schnitt durch einen Teil in Fig. 5C, urn zu zeigen, wie die 
Kontaktflachen 6 mit den Metallzuleitungen verbunden wer- 
den. Die Teile der Metallmuster 4, die auf der oberen Ober- 
flache des Elastomers 2 geformt sind, sind hier die Metallei- 30 
terbahnen 4a und deren Teile, die mit den Kontaktflachen 6 
an deren AuBenseiten verbunden werden, sind die Metallzu- 
leitungen 4b. 

Danach werden in Fig. 5E auBere Endteile der Kerben der 
Metallzuleitungen 4b, die sich in Richtung der AuBenseite 35 
des Halbleiterchips 1 erstrecken, durch das Bondwerkzeug 
30 abgeschnitten und auBerdem werden die Endteile der 
Metallzuleitungen 4b durch Verwenden des Bondwerkzeugs 
30 mit den oberen Oberflachen der Metallmuster 26 verbun- 
den, die im Tragerrahmen 25 liegen. 40 

In Fig. 5F wird die Kapselung 28 so geformt, daB sie die 
Metalleiterbahnen 4a und die auf den Halbieiterchip 1 ge- 
formten und mit dem Lotstopplack 5 bedeckten Metallzulei- 
tungen 4b bedeckt. Als nachstes wird der auf den Metallei- 
terbahnen 4a geformte Lotstopplack 5 teilweise entfernt, um 45 
so Teile der Metalleiterbahnen 4a freizulegen. 

In Fig. 5G werden die leitenden Kugeln 8a auf den freige- 
legten Teilen der Metalleiterbahnen 4a plaziert und es wird 
ein Reflow-ProzeB auf diese angewandt, um so die leitenden 
Kugeln 8a an den Metalleiterbahnen 4a anzubringen. 50 

Durch Ausfuhren der Prozesse von Fig. 5A bis 5G wird 
das stapelbare BGA-Halbleitergehause gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung fertiggestellt. 

Femer wird zusatzlich der ProzeB von Fig. 5H durchge- 
fuhrt, um so das stapelbare BGA-Halbleitergehause gemaB 55 
der zweiten Ausfuhrungsform zu erzeugen. Das bedeutet, 
daB die leitenden Kugeln 8b auf den Verbindungsteilen 24b 
plaziert werden und der Reflow-ProzeB auf diese angewandt 
wird, um die leitenden Kugeln 8b an den Verbindungsteilen 
24b anzubringen. 60 

Wie oben beschrieben, halt das stapelbare BGA-Halblei- 
tergehause der vorliegenden Erfindung die Vorteile des her- 
kommlichen BGA-Gehauses wie keine Verformung der au- 
Beren Zuleitungen, Eignung fur Gehause mit hoher Pinan- 
zahl usw. aufrecht und erhoht die Packungsdichte von Halb- 65 
leitergehausen, um so die Forderung nach Zuverlassigkeit 
und hoher Packungsdichte des Halbleitergehauses zu erfiil- 
len. 



Patentanspriiche 

1. Stapelbares BGA-Halbleitergehause, das umfaBt: 
einen TYager (21), der eine Tragerplatte (23), einen auf 
einem Oberteil der Tragerplatte (23) entlang deren 
Randteil geformten Tragerrahmen (25), an oberen und 
unteren Oberflachen des Tragerrahmens (25) freige- 
legte Metallmuster (26), an einem Unterteii der Trager- 
platte (23) geformte und mit den Metallmustern (26) 
verbundene Metalleiterbahnen (24a), eine Lotstopp- 
schicht (27), die die Metalleiterbahnen (24a) ab- 
schirmt, und durch teilweises Freilegen der Metallei- 
terbahnen (24a) geformte Verbindungsteile (24b) bein- 
haltet; 

einen Halbieiterchip (1), der auf der Tragerplatte (23) 
des Tragers (21) angebracht ist und auf einem Randteil 
von dessen oberer Oberflache Kontaktflachen (6) auf- 
weist; 

Metalleiterbahnen (4a), die auf einem Oberteil des 
Halbleiterchips (1) angebracht sind; 
Metallzuleitungen (4b), die mit Endteilen der Metallei- 
terbahnen (4a) und den Kontaktflachen (6) des Halblei- 
terchips (1) verbunden sind und zu einer AuBenseite 
des Halbleiterchips (1) verlaufen, um so mit oberen 
Oberflachen der Metallmuster (26) verbunden zu sein; 
eine Mehrzahl von leitenden Kugeln (8a), die an den 
Metalleiterbahnen (4a) angebracht sind; 
eine Lotstoppschicht (5) die die Metalleiterbahnen (4a) 
bedeckt; und 

eine Kapselung (28), die die Metalleiterbahnen (4a), 
die Metallzuleitungen (4b), die Metallmuster (26) und 
Teile der oberen Oberflache des Halbleiterchips (1) be- 
deckt. 

2. Gehause nach Anspruch 1, das femer umfaBt: 
eine Mehrzahl von leitenden Kugeln (8b), die an den 
Verbindungsteilen (24b) befestigt ist. 

3. Gehause nach Anspruch 1, worin die Metalleiter- 
bahnen (4a) durch ein Elastomer (2) am Oberteil des 
Halbleiterchips (1) befestigt sind. 

4. Verfahren zur Herstellung eines stapelbaren BGA- 
Halbleiterchipgehauses mit den Schritten: 

Formen eines Tragers (21), der eine Tragerplatte (23), 
einen auf einem Oberteil der Tragerplatte (23) entlang 
deren Randteil geformten Tragerrahmen (25), an obe- 
ren und unteren Oberflachen des Tragerrahmens (25) 
freigelegte Metallmuster (26), an einem Unterteii der 
Tragerplatte (23) geformte und mit den Metallmustern 
(26) verbundene Metalleiterbahnen (24a), eine Lot- 
stoppschicht (27), die die Metalleiterbahnen (24a) ab- 
schirmt, und durch teilweises Freilegen der Metallei- 
terbahnen (24a) geformte Verbindungsteile (24b) bein- 
haltet; 

Anbringen der Metallmuster (4) auf einem Halbieiter- 
chip (1), der auf einem Randteil von dessen oberer 
Oberflache Kontaktflachen (6) aufweist; 
Formen einer Lotstoppschicht (5) auf den Metalleiter- 
bahnen (4a); 

Freilegen von Teilen oberer Oberflachen der Metallei- 
terbahnen (4a) durch teilweises Entfernen des Lot- 
stopplacks (5); 

Anbringen des Halbleiterchips (1) auf der Tragerplatte 
(23); 

Formen von Metalleiterbahnen (4a) und Metallzulei- 
tungen (4b) durch Anbringen der Metallmuster (4) an 
den Kontaktflachen (6) des Halbleiterchips (1); 
Verbinden eines Endteils jeder der Metallzuleitungen 
(4b) mit oberen Oberflachen der Metallmuster (26); 
Bedecken der Metallzuleitungen (4), der Kontaktfla- 
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chen (6) und von Teilen des Halbleiterchips (1) mit ei- 
ner Kapselung (28); und 

Anbringen leitender Kugeln (8a) an entsprechenden 
freigelegten Teilen der Metalleiterbahnen (4a) des obe- 
ren Teils des Halbleiterchips (1). 5 

5. Verfahren nach Anspruch 4, worin der schritt An- 
bringen der Metallmuster (4) auf dem Halbleiterchip 
(1) umfaBt: 

Anbringen eines Elastomers (2), auf dessen Ober- und 
Unterseiten ein Klebstoffharz (3) mit hohem Haftver- 10 
mogen aufgebracht ist, an der oberen Oberflache des 
Halbleiterchips (1); und 
der Metallmuster (4) auf dem Elastomer (2). 

6. Verfahren nach Anspruch 4, worin der Schritt An- 
bringen der Metallmuster (4) an den Kontaktfl achen (6) 15 
des Halbleiterchips (1) ein ProzeB ist, bei dem die Kon- 
taktflachen (6) mit einem Bondwerkzeug (30) nach un- 
ten gedriickt werden und das Bondwerkzeug (30) in 
jede Richtung bewegt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 4, worin der Schritt An- 20 
bringen der leitenden Kugeln (8a) an den Metalleiter- 
bahnen (4a) des Oberteils des Halbleiterchips (1) um- 
faBt: 

Plazieren der leitenden Kugeln (8a) auf den freigeleg- 
ten Teilen der Metalleiterbahnen (4a); und 25 
Anwenden eines FlieBlot-Prozesses auf die leitenden 
Kugeln (8a). 
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